Temat: Pamieci — budowa, parametry, zastosowanie.

1. Pamieci s3 ukladami stagcymi do przechowywania informacji w postachgu stow
bitowych. Wykonuje si jako uktady o bardzo dym stopniu scalenia w technice TTL, ECL,
CMOS i NMOS. Pami¢c podzielona jest na komorki (rejestry),zka z nich posiada swdj
adres umgliwiajacy dostp do zawartej w niej informacji. Liczba bitow w kance okréla
organizac} pamkci, czyli sposéb dospu do informacji. Zazwyczaj komérki paeai
zawieray 8 bitdw (ch@ mogy mie¢ 4 bity), wowczas mowimy o organizacji stowowej tiyp
N- 8 (N- 4), gdzie N oznacza i komoérek. Jdi pamig¢ ma komorki jednobitowe
mowimy, ze jest to pami bitowa.

2. Organizacja pamieci wigze St z podstawowym parametrem pauii

- pojemnas¢ P, okrelajaca jak wiele informacji mma w niej przechowywa Pojemné¢
pameci okresla sk w bitach [b], ze wzglddu na bardzo szybki pegt technologiczny
umazliwiajacy wykonywanie pamgci o duwych pojemnéciach, powszechnie zywa sk
pamici 0 pojemnéciach wyraanych w kilobitach [Kb] ( 1Kb =2°b = 1024 b) lub
megabitach [Mb] (1Mb = 1K K b = 2°° b = 1048576 b).

3. Przykiady
a) Pam¢¢ o 10 wejciach adresowych i komérkach 8-bitowych, czyli difgy stowa 1

bajt (1B) ma pojemnig P = 2'° B = 1KB. Pamg¢ tej samej pojemnigi maze by
zorganizowana na kilka sposobow zale od ilcci stéw i ich dtugdci.

b) Pamé¢ o pojemnéci 4Kb maze posiadé organizagy:
—512- 8, czyli 512 stéw o diugei 8 bitdw,

— 1024 4, czyli 1024 stowa o dtugai 4 bity,

— 4096 1, czyli 4096 stéw o dtugmi 1 bit.
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Rys.43.Przyktady organizacji parti 4Kb.
4. Uktady pamgci mogy posiada nastpujace wefcia i wyjscia:

» wejscia adresowe- umazliwiajace dosgp do okrélonych komorek,



» wejscia sterujace - migdzy innymi g to: wegcie uaktywniaggce pamgé CS
(CE), wejscie zezwalajce na zapis WR (WE)wejscie zezwalajce na odczyt
RD (OE),wejscie strobujace adresOwALE (RAS lub CAS),

» wejscia /wyjscia danych (informacyjne D).

5. Pamgci dzielimy na:

— pamieci odczyt— zapis, popularnie zwamAM ,
— pamieci state ROM - tylko do odczytu.

6. Parametry dynamiczne pamgci
Podstawowe parametry dynamiczne pgonio czasy: dogpu, cyklu i blokowania.

a) czas dosgpu taa - jest to czas liczony od wygtienia nowego adresu do pojawienia 1sa
wyjsciach uktadu zawartsi komoérki pam¢ci o tym adresie.

b) czas cyklu- to minimalny odsip czasu midzy kolejnymi prawidtowymi zapisami i/lub
odczytami pamici. Rozr&nia st czasami czas cyklu zapisu, cyklu odczytu i cykticayt
zapisu.

c) czas blokowania- to ods¢p czasu liczony od zmiany stanu we@ wybieragcego CSdo
chwili przegcia wyjs¢/wejs¢ danych do stanu wielkiej impedancji. Czas odblokowa jest

liczony od zmiany stanu wéjia wybieragcego CSdo chwill przegcia wegc/ wyjs¢ danych
do trybu pracy dwustanowe.

Dla bezkolizyjnej wspotpracy kilku blokow pagai trojstanowych o patzonych wygciach
czas blokowania tych uktadow powinienct§rotszy n. czas odblokowania.
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Rys. 44.Przebiegi czasowe sygnatéw przy odczycie informagiaméci
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Rys. 45.Przebiegi czasowe sygnatow przy zapisie informdajpameéci



Temat: Pamieg¢ RAM i ROM

1.Pamie¢ RAM jest zespotem rejestrow réwnolegtych. Informacjezenby¢ zapisywana w
dowolnym rejestrze lub odczytywana z dowolnegosteje dlatego pamaé ta nazywa si
pamkcia o dosgpie bezpérednim.
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Rys.46.Symbol graficzny pamci RAM.[2, s.264]

2. Pami¢¢ RAM posiada
» wejscia adresowe A... An,

wejscie uaktywniagce C_::S

>
> wejscie wyboru trybu pracyR/W,
» wejscia / wyjcia danych Dv... Dm.

3.Pam¢¢ RAM wykonuje s¢ jako ukiady:
> bipolarne TTL i ECL charakteryzage s¢ matymi pojemnéciami, duymi pradami
zasilapcymi i mah szybkdcia dziatania (poréwnywalnie szybkie z CMOS gamekci
ECL)
» unipolarne CMOS i NMOS: statyczne SRAM i dynamiczB&RAM (obecnie
DDRAM).

4. Pamieci dynamiczne DRAM wymagaj okresowego adviezania zawartych informaciji,
mog one posiada wewretrzny uktad odwiezania. Obecnie powszechnie stosowape s
pameci DDRAM.

5. Pamie¢ ROM to paméc stata, ktorej zawarkd podczas eksploatacji jest niezmienna, raz
zapisana informacja jest trwale przechowywana izenby wielokrotnie odczytywana.
Pame¢ ROM jest cyfrowym uktadem kombinacyjnym.

6. Pamieci state mog byé¢ programowane:
» przez wytwore podczas produkcji - pagtdi MROM,
> przez wytkownika za pomaog specjalnych programatorow w sposob trwaty, bez
mozliwosci wykasowania zapisanej informacji - paoii PROM (wykonywane &
zazwyczaj jako uktady bipolarne),



» przez uytkownika w sposob prawie trwaly, z mivoscia wykasowania zapisanej
informacji - pam¢ci EPROM (wykonywanegszazwyczaj jako uktady unipolarne).

7. Pam¢ci EPROM mog by¢ zapisywane metadelektryczr, a kasowane promieniami X
lub promieniami ultrafioletowymi, albo zapisywand&asowane elektrycznie — wtedy ngsz
nazwe EEPROM.
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Rys.47.Symbol graficzny pamgci ROM.

8. Zwigkszanie pojemndci pamieci
Uktady paméci mazna ze solp taczy¢ otrzymupc w ten sposéb bloki pagti o wickszej
pojemndci. Zwigkszenie pojemnii uzyskuje sj:
» zwiekszapc diuga¢ stowa,
> zwiekszapc ilos¢ pametanych stow (uaktywnigg poszczegolne ukiady pagoi —
wejscie CS, poprzez multiplekser).
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Rys. 48Powigkszenie pojemni@i pamkci przez a) zwikszenie dlugéci stowa, b) zwgkszenie liczby
pamkgtanych stéw



Temat: Programowalne struktury logiczne PLD

1. Programowalne moduty logiczne PLDs3 uktadami o standardowej strukturze, ktére
mozna dostosowado potrzeb gytkownika poprzez ingerenciwv ich standardow struktue.
Uktady te wykonywane gsw technice TTL i CMOS z tranzystoréw, twacych matrye
bramek AND i matrye bramek OR. Obie matryce utiiwiaja realizacje wszystkich funkciji
logicznych.
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Rys. 49.Struktura uktadéw PLD.

2.Moduty PLD moga byé¢ dodatkowo wyposaone:
w przerzutniki,

uktady wegciowo/wyjsciowe,

bufory,

sprzzenia zwrotne,

wyjscia trojstanowe.
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3.Uktady PLD typu matrycowego wykonywane s jako:
> ukiady PAL,
> ukiady PLA,
> ukiady PLE.

4. Uktady PAL wykonywane g w technice bipolarnej i unipolarnej jako:
» uktady EPLD - kasowalne promieniami ultrafioletowyifwwykonane w technice
CMOQOS),



» uktady GAL - kasowalne elektrycznie (wykonane w hi@ce EECMOS),
charakteryzuj si¢ niskimi kosztami wykonania, niewielkim poboremagw, duzg
szybkdcig dziatania.

5. Uktady PLA procz matryc bramek AND i OR posiaggrogramowalny uktad polaryzaciji
wyjs¢ i sterowany z zewgtrz trojstanowy bufor wyciowy. Dodatkowo mog posiadé
przerzutniki zwanegwowczas ukladami PLS lub sekwenserami.

6. Uklady PLE s3 nowg generag szybkich pamici PROM, realizujca ukiady logiczne.
Moga by¢ dodatkowo wyposane w buforowe rejestry wigiowe.



